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1．まえがき 

 GaN 系半導体表面に界面準位等の電子捕

獲準位の少ない絶縁膜を成膜することは難

しく、ゲートリーク電流(Ig)や閾値電圧(Vth)

の変動等の原因となるため、GaN 系パワーデ

バイス作製の課題となっている。絶縁膜に対

し、成膜後アニール（PDA）により電子捕獲

準位が低減され、Vth 変動の低減に有効であ

ることが知られている。我々はこれまで窒素

雰囲気中や水素雰囲気中で PDAを行い Si基

板上 Al2O3/AlGaN/GaN MIS-HEMT デバイス

を作製し、その電気特性を報告してきた[1,2]。

しかし、動的な Vth の変動(⊿Vth)と Igの増大

がトレードオフの関係にあり、両方を低減さ

せる必要がある。今回我々は、MIS 型デバイ

スの特性改善を目的とし、ゲート電極金属蒸

着後のアニール（PMA)を水素雰囲気中で行

い、ALD-Al2O3/AlGaN/GaN MIS-HEMTのデ

バイス特性に及ぼす PMA の効果について評

価を行った。 

 

2．実験方法 

 Fig.1に示す ALD-Al2O3/AlGaN/GaN MIS- 

HEMT構造はこれまでの報告と同様にして

作製した[1]。ゲート及びパッド金属蒸着後に、

水素雰囲気中(H2:N2=1:9)で 1分間、温度を

300、400、500、600、700℃として PMA を行

い、MIS-diode および MIS-HEMT を作製し、

そのデバイス特性を評価した。 

3．結果 

 MIS-HEMT の⊿Vth及び Igを評価した結果

を Fig.2 に示す。600℃で⊿Vthは 0.3 V まで下

がり、Igは 2.7×10
-5 

mA/mmを示した。また、

水素による PDAでは⊿Vthが段階的に減少し

ていき 700℃で 0.5Vまで達するのに対して[2]、

PMAでは比較的低温の 300、400℃で 1 V付

近まで減少しており、PDA とは異なる減少傾

向を示した。 

     

Fig.1 Schematic diagram of MIS-HEMTs 
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Fig.2 Dependences of the ⊿Vth and the Ig on the 

PMA temperture. 
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